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• 합성쿼츠 소재 국산화(QD9+) 

• CVD-SiC 대체 차세대 소재

B4C(CD9)개발 및 양산

• 다결정/단결정 Si 소재

국산화(SD9+P/SD9+S) 양산

• 백앤드용 세라믹 소재(보론

베이스) 개발 중

Game Changer
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625 

801

626 

775 

, 가공 2공장 설립

마이크론(일본) QD9 공급

1Q 인텔 양산 수주 확보. 

가공 4공장 설립 4Q QD9+ SK하이닉스, 삼성전자 공급

차세대 디바이스 공정용 실리콘 부품으로 국산화 소재이며,
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적층수만큼 반복

Bottom Ring

Top Ring

합성쿼츠 Ring

식각(Etching)

`
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26.3Q 26.2Q 25.3Q 

(단위:백만원)

■ H社 ‘26년 QD9+ 확대 전개 진행 중, 천연쿼츠 대체
& QD9을 QD9+로 전환 추진

■ H社 ’24년 하반기 CD9 Qual test 완료, 25년 양산 공급 개시

■ 해외 고객사들에 QD9+ 및 SD9+ 양산 공급 개시

■ QD9+ 소재 부품의 국내외 양산 공급 확대

■ CD9 국내사 양산공급 확대 및 국내외사 테스트 확대

■ SD9+ 해외 고객사 양산 공급 확대 및 국내외사 테스트 확대

■ QD9+, CD9, SD9+P 소재 수율 개선

■ 반도체용 국산화 소재 테스트/개발 중 :  BC-T1

매출액 303억원, 

주요 성과 향후 주요 이슈 및 성장 전략
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2020 2021 2022 2023 2024 20262025



11

312
445

596
469

537 57955

74

90

70

99

134

61

77

80

58

88

100

25

29

35

29

31

38

2020      2021      2022      2023      2024     2025 

주1) QD9+ 매출액을 2024년부터 반영

101 100
115

130

49
57

139



12

메타버스 데이터센터

PC 자율주행

[필요 반도체 특성] [공정 특성]

챗GPT
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37,981 
34,073 

41,466 43,483 
49,136 

48,077
43,131

52,488 55,042
62,197

69,039
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End-User
Benefit

“QD9”

Micro 
Bubble

Micro 
Bubble

Micro 
Bubble

Non 
Bubble

High Device
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 제품 형상 최적화 (Cylinder type)
 짧은 공정시간, 가공시간 최소화

 매우 긴 공정시간 필요
 추가 가공 필요 (Solid type)

75%50%

유해가스 발생
(HCl(유독가스), H2O, CO2)

 공정시간 단축으로 원재료 전환 효율 우수
 형상 최적화를 통한 가공 단가 절감
 유해 가스 처리 비용 발생 X

 원소재 생산 단가 높음
 높은 설비 비용 및 추가가공에 따른 가공

단가 증가
 유해 가스 발생으로 인한 처리 단가 증가

높음 낮음

유해가스 미발생
(H2O, N2, CO2)

QD9
(해외 수입) 내재화 추진

QD9+ 개발 진행
· 원재료 Cost down
· 친환경(Toxic Gas 無) 제조
· 기존 소재 대비 우수한 특성

세계 최초로 반도체 Etching 공정에 특화된 합성쿼츠, “QD9+” 양산 시작 (2022년)
(쿼츠 소재 생산국가 진입)

글로벌
소재 전문 기업으로

도약
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1) QD9+ 특성 외부 측정 결과

2) QD9+ 특허 보유 현황

구 분 측정기관 / 측정일자 QD9+ 타사 합성쿼츠 비 고

1. 불순물 함량 측정 JKC / 2021. 07.30 102.81ppb 6,348.72ppb 불순물 함량이 낮을수록 유리

2. 밀도 측정 Clare / 2021.07.29 평균 2.198(g/cm3) 평균 2.200(g/cm3) 일반적인 쿼츠 밀도인 2.2g/cm3 수준
으로, 특이사항 없음

3. 식각율 측정 Clare / 2021.08.03 평균 12.072(g/cm3) 평균 12.467(g/cm3) 낮은 식각량으로 사용수명이 길어짐

4. 경도 측정 Clare / 2021.07.29 평균 849.3HV 평균 816.8HV 경도가 높을수록 식각 저항성이 우수

특허 명칭 (등록번호)
1. 합성쿼츠 제조 방법 (제10-2388688호)

2. 수율 개선 및 기공 제어가 가능한 합성 석영유리 제조방법 (제10-2419522호)

3. 증착면 온도 균일제어가 가능한 합성 석영유리 제조장치 (제10-2419569호)

4. 반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조기술 (제10-2452282호)

5. 사이드 버너를 이용한 실린더형 합성 쿼츠 제조방법 (제10-2419537호)

6. 반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조를 위한 맨드릴 구성 (제10-2419547호)

7. 반도체용 실린더형 합성쿼츠 제조를 위한 맨드릴 구성 및 제조방법 (제10-2419554호)

8. 표면 결함을 개선시키기 위한 실리카 증착체 제조 방법 (제10-2419561호)

9. 향상된 증착 효율을 가지는 OVD 공정을 통한 합성 석영유리 제조방법 (제10-2388684호)

10. 반도체용 실린더형 합성 쿼츠 제조기술 (제10-2419565호)

11. 예비 버너를 이용한 대구경 실리카 수트의 크랙을 제어할 수 있는 장치 (제10-2612252호)

12. 버너와 맨드릴 표면간의 거리 제어를 통한 대구경 실리카 수트의 돌기를 제어할 수 있는 장치 (제10-2612247호)

13. 배선기능 개선을 통해 증착물의 표면결합을 방지할 수 있는 합성쿼츠 제조설비 (제 10-2636792호)

14. 힐링 증착 패스 공정을 통한 대구경 실리카 수트의 크랙을 제어할 수 있는 장치 (제 10-2659434호)

15. 합성 쿼츠 제조를 위한 버블 제거 장치 및 방법 (제 10-2727726호)

16. 구간별 열량 제어를 통한 대구경 실리카 수트의 크랙을 제어할 수 있는 장치 (제 10-2612244호)

국내 특허 등록 16건, 출원 8건
해외 특허 등록 6건, 출원 5건
(일본,미국,중국,대만 등)
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CD9

Carbon 25%)

“고객사 Test 진행, 논의 ”

높은
공유결합에너지

→ 고강도, 고내구성
우수한 플라즈마 내성
→ 적은 Particle 발생

수율 유지
및 수명 증가 효과

CVD-SiC Focus Ring
Carbon 70%, 

Carbon에 의한
Particle 발생 증가

불량률
증가

부품 대체 수요
발생

양산공급

A사
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1) CD9 특허 보유 현황

특허 명칭 (등록번호)
1. 실린더 또는 링 형태의 보론카바이드 소결체 제조방법 및 이를 이용한 플라즈마 장치용 엣지링 제조방법 (제10-2132251호)

2. 저항 조절이 가능한 반도체 제조용 부품 (제10-2177139호)

3. 입자성장을 억제한 고밀도 보론카바이드 세라믹 제조방법 및 제조된 세라믹 소결체 (제10-2249470호)

4. 열간가압 소결용 다층 적층 구조의 몰드 (제10-2310046호)

5. 파티클발생 최소화에 유리한 치밀한 보론카바이드 재질의 반도체 제조공정용 엣지링 및 그 제조방법 (제10-2419533호)

6. 보론카바이드 소결체 제조 장치 (제10-2419521호)

7. 프리프레스를 이용한 내플라즈마성 엣지링 제조방법 및 이에 따라 제조된 내플라즈마성 엣지링 (제10-2427219호)

8. 균일 도핑 내플라즈마성 소재 및 그의 제조방법 (제10-2487220호)

9. 전도성 레이어를 포함하는 포커스링 (제10-2488114호)

10. 식각률을 감소시킨 반도체 제조 공정용 웨이퍼 엣지링 (제10-2488114호)

11. 미립자를 첨가한 플라즈마 저항성 소재 및 그의 제조방법 (제10-2541331호)

12. 用於最小化粒子産生的具有緻密碳化硼層的半導體製造過程的 (제I837839호)

13. パーティクル発生の最小化に有利な緻密なボロンカーバイド材質の半導?製造工程用エッジリング及びその製造方法 (제 7486838호)

14. 반도체 제조공정용 엣지링 제조방법 (제 10-2687816호)

15. 플라즈마 장치용 보론카바이드 소결체 제조방법 및 이를 통해 제조된 보론카바이드 소결체 (제 10-2728022호)

16. 반도체 제조공정용 엣지링 및 그 제조방법 (제 10-2731305호)

17. 보론카바이드 소결체 제조장치 및 제조방법 (제 10-2774493호)

국내 특허 15건, 출원 3건 / 해외 특허 2건, 출원 2건
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Si Ingot 소재 양산 성공 및 공급개시 ①

1) “SD9+P” 

차세대 디바이스 부품 소재, Poly Si(다결정) 잉곳부터 제품까지 수직계열화 (2024년)

 소재 국산화

 소재/부품 안정적 공급

 단가 경쟁력

▶ SD9+P Ingot

SD9+P
양산화

End-User
Benefit

- Nitride Free 실리콘 잉곳 (품질 경쟁력 ↑)
실리콘 부품의 품질/비가격 경쟁력 확보
Large Parts 뿐 아니라 Focus Ring에도 적용 가능

- 소재 Loss율 최소화하기 위해 원형의 Ingot 성장 생산
- 시뮬레이션 프로그램 활용, Ingot 장비 핫 존 설계 및 생산

(BCnC SD9+P 잉곳)

(타사 폴리 실리콘 제품)

(BCnC 폴리 실리콘 제품)

나이트라이드
(Nitride)

나이트라이드
(Nitride)

Nitride_Free
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Si Ingot 소재 양산 성공 및 공급 개시 ①

1) “SD9+P” 

BCnC Japan M社

나이트라이드
(Nitride)

나이트라이드
(Nitride)

나이트라이드
(Nitride)

나이트라이드
(Nitride)

China F社 Korea 타社
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Si Ingot 소재 양산 성공 및 공급 개시 ②

2) “SD9+S” 

반도체용 Single Si(단결정 실리콘 소재) 소재 및 부품 수직 계열화 (2024년)
 BCnC Single Si Ingots
- 직경 300mm 이상의 다양한 제품 생산
- 자동화 프로그램을 이용한 잉곳 자동 생산관리
- 20년 이상의 단결정 생산 기술 전문 지식 적용

반도체 식각(etching) 공정의 다양한 핵심 소재와 제품을
모두 수직계열화한 세계 유일 기업

반도체 식각 공정 핵심 소재

쿼츠(Q`tz) 실리콘(Si) 실리콘카바이드(SiC)

☆ Si 소재 개발 의미
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1) SD9 특허 보유 현황

특허 명칭 (등록번호)
1. 실린더형 실리콘 잉곳 제조 방법 (제10-2502863호)

2. 실린더 형상의 실리콘 잉곳 제조 장치 및 제조 방법 (제10-2612255호)

3. 圓筒形矽錠的製造方法 (제I851416호)

4. シリンダ状シリコンインゴット製造方法 (제7680776호)

5. 실린더형 실리콘 잉곳 제조 방법 (제10-2820451호)

6. 반도체 제조용 부품의 직접 접합 방법 (제10-2841339호)

7. Cylindrical silicon ingot manufacturing method (제10-2487220호)

국내 특허 4건, 해외 특허 3건

Si Ingot 소재 양산 성공 및 공급 개시 ②
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1) 세라믹 발전단계

 차세대 디바이스 검사를 위한 보론 계열 백앤드용 세라믹 소재이며, BCnC에서 명명

 기존 폴리머 수지 계열 소재 대체 → 파운드리 차세대 디바이스 백앤드공정 검사용 (Boron Ceramic – Test 1)

3) 첨단 세라믹의 밸류 체인
BC-T1

2) BC-T1 사업화 전략

개발 제품

- 반도체 테스트 장비용 차세대 디바이스 검사를 위한 세라믹 소켓용 소재 개발

- 2023년 BN계열 세라믹 분말 초도품 개발 완료

- 2026년 시제품 출시 목표

시장 규모
- 글로벌 첨단 세라믹 시장 규모는 14.5조원,

- 반도체 테스트 소켓용 소재 국내 시장 규모 700억원 (2021년 기준)

1) “BC-T1” 란?

ANTRO_미세 홀 가공 TEST
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최대주주등

52.79%

주식수 지분율

* 2026년 11월 02일 기준

비씨엔씨(주) 0.76%



26

구 분 면 적

보유토지 48,280m2 (14,630평)

부품 생산 CAPA 목표
(2025년 1,700억원/년 ~ 2027년 3,000억원/년)

1) 마교리 부지

Q1동

Q2동(예정)

M2동

M1동

S1동

M4동

M5동(예정)

연구소

PR2동

PR1동
기숙사 5호동
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2) 소정리 부지

M3동기숙사 4동

기숙사 3동

기숙사 2동

기숙사 1동

머터리얼즈 소재동

사무동
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71% 93% 85%

-2.3% 4.9% 5.6%

EBITDA 4,878 5,715 13,882 12,035

EBITDA 마진 7.8% 7.6% 16.3% 14.9%

주1) EBITDA는 포괄손익계산서상 영업이익 + 주석상 감가상각비와 무형자산상각비로
계상하였음
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EBITDA 5,565 6,320 14,564 13,239

EBITDA 마진 8.5% 8.2% 16.6% 16.5%

주1) EBITDA는 포괄손익계산서상 영업이익 + 주석상 감가상각비와 무형자산상각비로
계상하였음




